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Introdugdo

Antimoneto de aluminio (AlSb) pode ser utilizado na fabricagao de componentes eletronicos e fotdnicos por ser um semicondutor e exibir band gap
(banda proibida) de valor intermediario 1,62eV . A introducao de impurezas em semicondutores pode ser obtida através de implantacao 10nica. O
uso dessa técnica ndo se limita somente a introdug¢ao de impurezas para o aumento da condutividade de semicondutores, mas também € responsavel
pela producgao de defeitos, porosidade, formagao de nanoparticulas, entre outros. Este comportamento € de grande potencial tecnologico pois com a
formacao de poros se aumenta a superficie efetiva da amostra, o que favorece a ocorrencia de reagdes quimicas, fazendo com que estes materiais
tenham caracteristicas muito favoraveis para seu uso no desenvolvimento de sensores de gas. /
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@ As amostras foram feitas por co-sputtering, com alvos de Al e Sb para a
formacao de um filme estequiométrico

@ Todas as amostras foram cobertas com uma camada de SiO, para inibir a
oxidacdo do AlISb

@ A uma temperatura de 550°C conseguimos optimizar a formac¢ao do composto
AlSb
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Comparagdo: ALSb e InSb
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Figure 1 : A figura da esquerda € uma representacao esquematica do processo de sputtering e a da
direita € uma representacao da irradiacgao.

Andlise do RBS do ALSb ;
@ N3o ha mudangas significativas apOs a irradiagao. _m'r.];:]f"*ﬁ B
—
] Figure 5 : A figura da esquerda mostra um filme de InSb ndo irradiado, e a figura da direita um
_ 4t i filme de InSb irradiado com 2x10'*cm 2. Estas imagens foram feitas no MEV.
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?7% 3 : @ O filme de InSb nao 1rradiado tinha uma espesura de 380 nm e depois de ser
g | Z irradiado com 2x10'%¢m ™2 a sua espesura passou a ser de 840 nm. Isto nao
é ] ! acontece com o filme de AlSb, ele mantém a sua espesura aproximadamente
§o 2: ] constante antes e depois de ser irradiado.
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E 1k ] Conclusoes
] @ Quando 1rradiado com feixes de 1ons até 1x109¢m=2 o AISb ndo muda a sua
| T T — estrutura, mas tempo apoOs a irradiacdo a superficie das amostras irradiadas
0 100 200 300 400 500 comeca a formar flocos. Investigar o que acontece com as amostras apos a
Canal irradiacdo e continuar irradiando com outras fluencas para ver se o AlSb fica
Fisuei 2k Al eI dOIRBS) POroso ou nao vai ser o caminho que seguiremos de agora em diante.

Superficie do AlSb tempo depois da irradiacao
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500 — 5 0 = 4 Figure 6 : A imagem da direita mostra a superficie de um filme de AISb nio irradiado e a da
< % esquerda mostra a superficie de um filme de AISb irradiado com 1x10"¢cm 2. Estas imagens
0 __,J foram feitas no microscopio Otico. A linha branca equivale a um comprimento de 5 mm.
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@ Os filmes de AlSb sao policristalinos com estrutura zincblend e a irradiacao
ibnica ndo causa mudangas significativas na sua estrutura. r Instituto
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